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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 19日 (2007.3.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 白 金 （ Ｐ ｔ ） と 、 仕 事 関 数 を ４ ． ５ ｅ Ｖ 以 下 と す る 元 素 と の 合 金 は 、 ｐ 形 リ ン 化
硼 素 半 導 体 層 の 表 面 と 接 触 す る ｐ 形 オ ー ミ ッ ク 電 極 の 底 面 部 を 構 成 す る に 好 都 合 で あ る 。
仕 事 関 数 が ４ ． ５ ｅ Ｖ を 超 え る と 、 ｐ 形 リ ン 化 硼 素 半 導 体 層 と の 障 壁 が 急 激 に 大 と な り 、
ｐ 形 オ ー ミ ッ ク 電 極 を 形 成 す る に 不 利 で あ る 。 仕 事 関 数 加 え て 、 例 え ば 、 ５ ０ ０
℃ ～ ６ ０ ０ ℃ を 超 え る 融 点 の 高 い 元 素 と の 合 金 は 、 耐 熱 性 に 優 れ る ｐ 形 オ ー ミ ッ ク 電 極 を
構 成 す る に 好 適 と な る 。 特 に 、 白 金 と 珪 素 （ Ｓ ｉ ： 仕 事 関 数 ＝ ４ ． ３ ｅ Ｖ 、 融 点 ＝ １ ４ １
４ ℃ ） と の 合 金 （ 組 成 式 ： Ｐ ｔ Ｓ ｉ ） 膜 か ら は 良 好 な ｐ 形 オ ー ミ ッ ク 電 極 を 構 成 で き る 。
珪 素 （ Ｓ ｉ ） の 含 有 量 は 質 量 百 分 率 （ 質 量 ％ ） に し て 、 １ ％ 以 上 で ５ ０ ％ 未 満 で あ る の が
適 す る 。 そ の 他 、 白 金 と 銀 （ Ａ ｇ ： 仕 事 関 数 ＝ ４ ． ３ ｅ Ｖ 、 融 点 ＝ ９ ６ １ ℃ ） と の 合 金 （
組 成 式 ： Ａ ｇ Ｐ ｔ ） か ら も 構 成 で き る 。 ま た 、 白 金 と ニ ッ ケ ル （ Ｎ ｉ ： 仕 事 関 数 ＝ ４ ． ３
ｅ Ｖ 、 融 点 ＝ １ ４ ５ ３ ℃ ） と の 合 金 （ Ｎ ｉ Ｐ ｔ ） 膜 か ら 構 成 で き る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 白 金 （ Ｐ ｔ ） ま た は そ の 合 金 膜 は 例 え ば 、 真 空 蒸 着 法 、 電 子 ビ ー ム 蒸 着 法 や 高 周 波 ス パ
ッ タ リ ン グ 法 等 の 手 段 に 依 り 形 成 で き る 。 周 知 の フ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ ー 技 術 を 利 用 し て 合
金 膜 を パ タ ー ニ ン グ 加 工 を 施 せ ば 、 平 面 形 状 を 円 形 、 方 形 等 と す る 所 望 の 形 状 の 底 面 部 を
形 成 で き る 。 底 面 部 を な す 白 金 ま た は 白 金 合 金 膜 は 、 ｐ 形 リ ン 化 硼 素 半 導 体 層 と の 接 触 を
良 好 と す る た め 、 細 孔 の 無 い 連 続 膜 か ら 構 成 す る の が 適 す る 。 こ の た め 、 膜 厚 は 成 膜 手 段
に 依 ら ず に １ ０ ｎ ｍ 以 上 と す る の が 適 す る 。 １ ０ ｎ ｍ 未 満 の 薄 膜 で は 、 細 孔 の 無 い 連 続 膜
を 安 定 し て 得 る に 至 ら ず 不 都 合 で あ る 。 よ り 好 適 な の は １ ０ ０ ｎ ｍ 以 上 で ３ ０ ０ ｎ ｍ
で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
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【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ｐ 形 リ ン 化 硼 素 半 導 体 層 を 気 相 成 長 さ せ る に あ っ て 、 形 成 温 度 、 Ｖ ／ III 比 率 に 加 え て
、 形 成 速 度 を 精 密 に 制 御 す れ ば 、 禁 止 帯 幅 の 大 き な ｐ 形 リ ン 化 硼 素 半 導 体 層 を 形 成 で き る
。 特 に 、 室 温 で の 禁 止 帯 幅 を ２ ． ８ ｅ Ｖ 以 上 で ５ ． ４ ｅ Ｖ 以 下 と す る ｐ 形 リ ン 化 硼 素 半 導
体 層 は 好 ま し く 利 用 で き る 。 更 に 好 ま し く は ２ ． ８ ｅ Ｖ ～ ３ ． ２ ｅ Ｖ と す る 広 禁 止 帯 幅 （
ｗ ｉ ｄ ｅ 　 ｂ ａ ｎ ｄ ｇ ａ ｐ ） の ｐ 形 リ ン 化 硼 素 半 導 体 層 は 、 化 合 物 半 導 体 発 光 素 子 に あ っ
て 、 例 え ば 、 ｐ 形 ク ラ ッ ド （ ｃ ｌ ａ ｄ ） 層 等 の バ リ ア （ ｂ ａ ｒ ｒ ｉ ｅ ｒ ） 作 用 を 有 す る 障
壁 層 と し て 利 用 で き る 。 特 に 、 窒 化 ガ リ ウ ム ・ イ ン ジ ウ ム （ 組 成 式 Ｇ ａ X Ｉ ｎ 1 - X Ｎ ： ０ ≦
Ｘ ≦ １ ） や 窒 化 リ ン 化 ガ リ ウ ム （ 組 成 式 Ｇ ａ Ｎ 1 - Y Ｐ Y ： ０ ≦ Ｙ ≦ １ ） か ら な る 発 光 層 よ り
も 室 温 で 禁 止 帯 幅 を ０ ． ２ ｅ Ｖ と す る ｐ 形 リ ン 化 硼 素 半 導 体 層 は ヘ テ ロ 接 合 の 発 光
部 を 構 成 す る 障 壁 層 と し て 好 適 に 利 用 で き る 。 禁 止 帯 幅 が ５ ． ４ ｅ Ｖ を 超 え る と 、 発 光 層
と の 障 壁 差 が 大 と な り 、 順 方 向 電 圧 或 い は 閾 値 電 圧 の 低 い 化 合 物 半 導 体 発 光 素 子 を 得 る に
不 利 と な る 。
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